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１．研究計画の概要 

 良好な光素子の実現が可能な無転位ナイ
トライド系材料を Si 基板上に成長すること、
成長した無転位領域を利用して、ナイトライ
ド系材料による光素子を作製することを目
的とする。 

 そのため、①有機金属原料を使用できるよ
う分子線結晶成長装置を改造し、②低温での
選択成長条件を導出し、③低角入射マイクロ
チャンネルエピタキシー（LAIMCE）をおこ
なう。 

 

２．研究の進捗状況 

 ①有機金属原料を使用できるよう分子線
結晶成長装置を改造し、GaN の平坦膜の成長
に成功している。目下、②GaN の選択成長条
件の導出をおこなっており、これが実現され
たのち、③GaN の LAIMCE に取りかかる予
定である。 

 

３．現在までの達成度 

 ③やや遅れている。 
（理由） 
 分子線結晶成長装置の改造に予想以上の
時間を要したことも要因の一つであるが、も
う一つの要因として、上記研究の過程で
GaAs 基板の表面窒化により、立方晶 GaN の
超薄膜が作製できるという興味深い現象に
直面し、そのメカニズムの解明をおこなった
ことがあげられる。この研究は、ある意味で
は脇道の研究ではあるが、その実行は決して
本研究の実行にマイナスのものではなく、最
終的にはその進行にプラスになるものと考
える。 

 

４．今後の研究の推進方策 
 研究の最終年度にあたり、②GaN の選択成
長条件の導出、③GaN の LAIMCE を最重点
課題とし、それらの実現のため、資源の集中
をはかってゆきたい。これらの課題の突破が
今後の本研究の流れのさらなる発展につな
がり、重要な意義を持つ。なお、分子線結晶
成長装置は、非常にデリケートな装置である
ので、取り扱いには重々注意をし、故障の修
理のため長期間研究を中断することを余儀
なくされることの無きよう心がける。 

 
５. 代表的な研究成果 
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